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Si-Si02-CdS HETEROKECIDININ FiZiKi XASSOLORI
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Hazirda CdS/Si(p) heterostrukturlarindan fotoelektrik ceviriciler kimi
giinas enerjisinda genis istifada olunur. Glictin kiitlay nisbatinin agag: qiymat
almasi baximindan, heterostruktur giinas elementlari ananavi adi p-n kegids
asaslanan silisium giinag elementlarils ugurla raqabat aparir. Eyni zamanda,
heterokegidda  defektlorin  olmasi  heterostrukturlarin elektrofiziki
xiisusiyyatlorina shamiyyatli daracads tasir gosterir. Defektlarin yaranma
sobabi temasda olan yarimkegiricilorin kristal gofeslerinin parametrlari,
onlarin istilik genislanma smsallarindak: forq, prosess daxil olan kimysvi
asqarlar arasindaki uygunsuzlugdur. Heterostrukturun hazirlanmasi zamani
kegid sarhadinda bu halda yiik dasiyicilarinin rekombinasiya markazlari olan
va enerji saviyyasina malik ssth hallari yaranir.
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$akil 1. CdS/p-Si heterokegidinin volt-amper xarakteristikas

Kimyavi ¢okdiirms iisulu ilo (sulu mahlullardan) masamali-Si tebagasinin
sothinda CdS filmi amals galmigdir. Kadmium ionlarinin manbayi kimi 0,44 M
konsentrasiyasi olan CdCl; mahlulu istifade edilmigdir. Kiikiird ionlarinin
monbayi kimi 0,22 M konsentrasiyasi olan N2HsCS (tiokarbamid) mahlulu
istifade edilmigdir. Komplekslogdirici agent konsentrath sulu N:H4OH
(ammonyak) mahlulu kimi istifads edilmigdir. dvvalce ¢okiintii tamamila hall
olunana gader CdCl,-ys ammonyak moahlulu slava edildi, sonra eyni hacmda
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sulu tiokarbamid mahlulu slaves edildi.Mahlulun temperaturu 90° C-a catdirildi.
Si0; tabaqesi olan olan va temiz Si althqlarimahlul icarisins batirilds ve 20
daqige arzinde bir CdS tebaqasi yetigdirildi. p-Si-nin arxa terafindaki CdS
tobaqgasi 30%-li HCI mahlulu ile tamamils tamizleanmigdir. Niimunalar distille
edilmis su ile yuyulur ve sobada qurudulur. Biitiin niimunsler igiin CdS
tabagalerinin qalinhgi 0,8 £ 0,1mm idi.Elektrik 6l¢malari {i¢iin nimunanin aks
sathlerinda indiumun lehimlenmasi ile p-Si althgina va CdS tebagasine omik
kontaktlar yaradildi. Alinmig heterokegidlarin VAX va tutum xarakteristikalari
tadqiq olundu.

Miiayyen olunmusdur ki, passivlegdirici SiO; tebaqgesinin formalagmasi
CdS/p-Si  heterokegidinin  volt-amper xarakteristikasini  yaxgilagdirir.
Tadgiqatlar gostarir ki, aksina gerginliklorde xarakteristika SiOz/p-Si kecid
sarhaddinds sath hallarinin dolub bosalmasi ils baghdir. Bu slageni aksina
cerayanin temperatur asiliifl toesdiq edir. Duziins garginlikds isa cerayan
yiikdastyicilarin oksid tabagadan tunel kegidi ilo miiayyan olunur.
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